







Résumé
Ce travail consiste en la préparation du silicium en couches minces par deux techniques de dépôt : la pulvérisation DC magnétron et la PECVD. La première donne un matériau très stable électriquement mais de structure amorphe en général. La deuxième technique nous permet d’obtenir des couches minces de silicium microcristallines. L’étude de l’effet de la température de dépôt a montré que nous pouvons obtenir du silicium microcristallin à 660 °C, quand il est préparé à grande vitesse de dépôt, et à 350 °C quand la vitesse de dépôt est faible. D’un autre coté, pour la PECVD, nous montrons que les TFTs les plus stables sont obtenus avec les couches actives présentant la plus faible énergie d’activation de la conductivité.
